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【はじめに】 

これまでに C（≥ 0.25 ML）/Ge 薄膜を Si(100)

基板上に成膜温度(Tsub) 200ºC で堆積し、炉内

で熱処理することによって、表面ラフネスが約

0.2-0.3 nmの平坦な Ge薄膜が得られることを

報告した 1)。しかし、ラフネスの減少とともに

結晶性が劣化した。本報告では、結晶性の向上

に向けて、熱処理による再結晶化の効果が大き

いアモルファス Ge上に C を堆積させ、C堆積

量依存性と熱処理温度(TA)依存性を調べた。 

 

【実験方法】 

試料はMBE装置によって作製した。Si(100)

基板を化学洗浄後、MBE装置に搬入し、RHEED

により表面の清浄性を確認した。C/Ge/Si 構造

は、Tsub=150 ºCで 4 nmの Geと Cを Si基板上

に連続的に堆積し、その後 5 分間の炉内アニー

ルを行った。AFMにより Ge表面状態を、XRD

により Geの結晶性を評価した。 

 

【結果と考察】 

TA = 650ºC における Ge(220)回折強度と表面

ラフネスの C 堆積量依存性を C=0.25 ML と 

0.75 MLの場合のAFM像とともに図1に示す。

C≤0.25 ML では C 堆積量による結晶性と表面

形状に大きな変化は見られず、Ge(220)回折強

度は約 600 cpsで、図中に示すようなドットを

形成した。C=0.3 MLでは結晶性が劣化し、C≥0.5 

MLではドットの形成が抑制され、図中に示す

ような平坦な Ge薄膜が得られ、表面ラフネス

は約 0.3 nmに低減した。しかし、Geが成膜時

に微結晶であるTsub=200ºCの場合と同様に結晶

性は著しく劣化した。 

次に、平坦な Ge薄膜が得られた C=0.75 ML

で TAを 650-1000ºCの範囲で変化し、結晶性の

向上を検討した。そのときの XRDダイアグラ

ムをTA=1000 ºCのAFM像とともに図2に示す。

残念ながら TA上昇による結晶性の変化は見ら

れなかった。しかしながら、ラフネスは Geの

融点を越える熱処理にも関わらず、平坦な Ge

表面を維持し約0.3 nmであった。この結果は、

C 堆積により Geの再結晶化が抑制されたこと

を示しており、講演会ではこの現象に関して詳

細に報告する予定である。 
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Fig.1.  Dependence of Ge(220) diffraction intensity 
and RMS surface roughness on C coverage. 

Fig.2. XRD diagrams for TA = 650, 850 and 1000ºC. 
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